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Erfolgreiche Fehleranalyse von DRAM Speicherbauelementen ist 
ohne vorbereitende Messtechnik und elektrische Analyse nicht 
möglich. In dem Vortrag wird anschaulich dargestellt, welche e-
lektrische Messtechnik die notwendigen Anforderungen an die 
erfolgreiche physikalische Fehleranalyse erfüllt. Dazu wird nach 
der Einführung in die Defektproblematik bei hochintegrierten 
Speicherbauelementen auf die Funktion eines dynamischen Halb-
leiterspeichers eingegangen. An Hand von Fehlern im Zellenfeld 
wird dann gezeigt, wie die Lokalisierung durch Bitmapping er-
folgen kann. Die Grenzen des Bitmapping liegen bei der Defekt-
lokalisierung jedoch in der Ansteuerungslogik. Diese Grenzen 
können durch die so genannte Soft-Defect-Localization (SDL) 
überwunden werden. 
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